V. : Silizium-npn-Planar-Epitaxie-
Transistor Breitbandverstéirkung
mittelschneller Schalter bei

temperaturen #a von =55 °C bis --125

Abmessungen: Bouform B 3/25 - 3o,
TGL 11 811

Kollektor am Gehause
Maosse = 1
Zuldssige hstwerte bis #jmax
Uso = 3V s = 250 mA
Ucgo = 20V Pc = §00 mW
Ugso = ' bel 0g = 25 °C
le = S00mA o = 175 °C
0. = 115 °C
Warmewiderstond Ry = mﬂ;‘
60 9
R = W
Kennwerte fir da == 25°C =5 grd
.’ Min. Typ Mox. ' MeBbedingungen verstdrkungs-
: aluppen
Reststrome
Iceo ! 1nA | 100 nA Ucsomas
Durchbruchspannungen
U(er)cao | 40 V | Icso = 5 pA
U(er)ceo | 20 V ; lcgo = 50 mA ,
U(er)eso 7 V '. lggo = S uA I
Séttigungsspannung
Ucesat 02 V 05V lc = 150 mA, la = 15 mA
Usésal 09 V .
Gleichstromverstdrkung
B 18 s | Ucg = 2 V, Ic = 50 mA A
B 28 7 B
B 56 140 C
B 112 280 D
B 224 560 E
B 450 1120 F
Ubergangsirequenz
fr | 60 MHz | 100 MHz Ucg = 10 V, Ic = 10 mA,

f = 15 MHz




Min. Maox, MeBbedingungen | verstdrhungs-
: _ruppen
Ausgangskapazitdt
com 10pF | 12pF |20pF |Ucg =10V, Ig = 0,
| | f = 2 MHz
Eingangskaparitdt
citp 28 pF | 38 pF 50 pF Ugg = S V, lc = 0,
f = 2 MHz |
Basisbahnwiderstand
Re (h11e) 16,5 0} Ucg = 10V, Ic = 2 mA,
| f = 200 MHz
Y-Parometer
g1 38 mS Ucg =6V, Ic = 2mA, |
f =5 MHz
b1 177 pF
g2 04 mS i
bez 2 pF !
h-Parameter
hite 1,25 k2 Ucg = 6 V, Ic = 2 mA,
' ] f =1 kHz
hize 41.10-4 |
he21e 100
h22, 27 S I
Rouschiaktor
3 | 45 dB Ucg =6V, lc=02mA |
f = 1 kHz, Rg = 300 (), i
|41 = 1kHz II
Rickwirkungsieitkonstante
hizs! | 150 ps | 300 ps | 550 ps | Ucg = 10 V, Ic = 10 mA,
o | = 30 MHz
Schaltreiten
tr 055 us me= 1)
t 3" up gl sieche MeBschaltung

Transistor SF 126 C
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